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1. はじめに 

トカマク型核融合炉で発生が予測される新

古典ティアリングモードは磁気島のO点に局所

的に電流駆動することによって抑制ができる。

その高効率な抑制には電子サイクロトロン電

流駆動と大電力ミリ波帯で使用可能な高速ス

イッチが有効である。前回本研究グループが提

案した二枚の誘電体ハーフミラーを用いたT字

型スイッチ[1]では、真空封止および冷却を行い、

ジャイロトロンの周波数を固定した状態での

切替が難しい。本研究では固定周波数での使用

が可能となるスイッチの一つとして、三枚の誘

電体ハーフミラーのギャップ長を変化させる

ことによって切替をおこなう周波数固定T字型

スイッチを提案し、FDTD法を用いたシミュレ

ーション結果を報告する。 

 

2. トリプルディスク型T字スイッチの原理 

 
Fig.1. Conceptual Design of Triple Disk T-type Switch 

トリプルディスク型T字スイッチはMirror1お

よびMirror3の位置を固定し、中間にあるMirror2

を振動させ、Mirror1とMirror2のギャップ長d1

及び、Mirror2とMirror3のギャップ長d2を変化さ

せることによって、一枚目で反射された電磁波

を二枚目、三枚目で反射された電磁波が打ち消

す又は強め合うことにより出力の切替を行う。 

Mirror1およびMirror3が固定されているため、真

空封止及び冷却を行い、固定周波数でのスイッ

チングおよび伝送系への振動を抑えることが

可能となる。 

 

3. 解析結果 

 
Fig.2 Result of Numerical Simulation 

誘電体ハーフミラーをC面カットサファイア、

ギャップをフロリナートで満たした解析モデ

ルを用い、Mirror2をMirror1、Mirror3間で移動

させ、Port2およびPort3の高周波出力をそれぞれ

P2、P3とし、規格化したものをFig.2に示す。こ

の結果からPort2からPort3へ出力を切り替える

ために必要なMirror2の変位量は136 [μm]である

ことが判明した。解析に用いたパラメータを以

下のTable1に示す。 

 

Table1 Main Parameters of Simulation Model 

 Parameter 

Frequency 170 [GHz] 

Thickness of Mirror1 0.956 [mm] 

Thickness of Mirror2 0.956 [mm] 

Thickness of Mirror3 1.56 [mm] 

Permittivity of Mirror gaps 1.89 

Permittivity of Mirror 9.3 

 

4. まとめ 

三枚の誘電体ハーフミラーで構成されたT字

型スイッチを提案し、FDTD法によるシミュレ

ーションによって切替特性を確認した。 
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